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(57) Abstract: The invention relates to a method for manufacturing a structure (1) comprising a thin layer (5) transferred onto a support
(2) provided with a charge-trapping layer (3), the method comprising the following steps: - preparing the support (2), comprising forming
the trapping layer (3) on a base substrate (6), the trapping layer (3) having a hydrogen concentration of less than 10718 at/cm”3; -
assembling the support (2) with a donor substrate, by means of a dielectric layer (4) having a hydrogen concentration less than 10”20 at/
cm”3 or comprising a barrier preventing the diffusion of hydrogen towards the trapping layer (3) or having a low hydrogen diffusivity;
- removing a part of the donor substrate so as to form the thin layer (5); the manufacturing method exposing the structure (1) to a
temperature lower than a maximum temperature of 1000°C. The invention also relates to a structure obtained at the end of this method.

(57) Abrégé : L'invention porte sur procédé de fabrication d'une structure (1) comprenant une couche mince (5) reportée sur un support
(2) muni d'une couche de piégeage de charges (3), le procédé comprenant les étapes suivantes : - 1a préparation du support (2) comprenant
la formation de la couche de piégeage (3) sur un substrat de base (6), 1a couche de piégeage (3) présentant une concentration d'hydrogéne
inférieure a 10718 at/cm”3; - l'assemblage du support (2) avec un substrat donneur, par l'intermédiaire d'une couche diélectrique (4)

[Suite sur la page suivante]



WO 20217008742 A1 | [} 10V 0ADE 0000 R U0 0 T

PA, PE, PG, PII, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC,
SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ,UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Etats désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection régionale disponible) . ARIPO (BW, GH, GM,
KE,LR,LS, MW ,MZ NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM),
curopéen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,DE, DK, EE, ES,
FLFR, GB, GR,HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK,
MT, NL,NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:
— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

présentant une concentration d'hydrogéne inférieure a 10720 at/cm”3 ou comprenant une barriére prévenant la diffusion de 1'hydrogéne
vers la couche de piégeage (3) ou présentant une faible diffusivité de 1'hydrogene; - 1'élimination d'une partie du substrat donneur pour
former la couche mince (5); le procédé de fabrication exposant la structure (1) a une température inférieure a une température maximale
de 1000°C. L'invention concerne également une structure obtenue a l'issu de ce procéde.



